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Questão 1: [4,0 pontos] Dado o circuito a seguir: (a) determine VGSQ, IDSQ e VDSQ dos 

dois transistores, supondo operação na região de saturação; (b) verifique se o amplificador 

realmente opera na região de saturação. Dados: VT=4V; K=23,64; VA→∞; XC(ω=0)→∞. 

Fonte: http://www.tubecad.com/2009/09/blog0172.htm. 

 

 

 

Questão 2: [4,0 pontos] Dado o amplificador da questão anterior, no qual é incluído um 

capacitor entre a terra e o ponto de ligação entre os resistores de 1M-20k-25,2k: (a) 

apresente o modelo de pequenos sinais; (b) determine a impedância de entrada; (c) 

determine o ganho de tensão. 

 

 

Questão 3: [2,0 pontos] Implemente a função lógica: ( )S A B C= +  

 

  



 

FORMULÁRIO 
 

• MOSFET reforço (enriquecimento, acumulação, intensificação): 

 

NMOS Equações PMOS 

    

0 0
T DS

V V> >  

 

'

'  , 1

n

n n ox A

W
K k

L

k C Vµ λ

 
=  

 

= =

       

0 0
T DS

V V< ≤  

GS T
V V<  (a) Região de Corte 

ID=0 

GS T
V V≥  

GS T

DS GS T

GD T

V V

V V V

V V

≥


< −
 ≥

 

(b) Região de Triodo 
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(c) Região de Saturação 
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• Modelo de pequenos sinais do MOSFET reforço: rd=|Va|/ID; gm=K⋅(VGS-VT) 
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